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摘要 

此論文包含三部分：HgTe/CdTe 量子井的拓樸特徵、有或無分裂閘極之柱狀量子自旋霍爾

井的電子能譜以及在柱狀 HgTe/CdTe 量子自旋霍爾井中經過由有限長的分裂閘極所構成

之量子接點的量子傳輸。 

 

於第一部分，吾做出及展示出 HgTe/CdTe 系統的 2Z 拓樸不變性。於第二部分，吾證明若

邊於態存在則其維持於柱狀量子自旋霍爾井的邊界而非由分裂閘極所定義出的邊界。最後，

第三部分，在量子接點組態下，電導中有著值得關注的結構被發現。此結構與邊緣態的關

係將會被探討。 

 

 

 

 
















































































































































